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(57) Abstract: In one embodiment, the radiation-emitting semi-
conductor component (1) comprises a semiconductor layer se-
quence (2) with an active region for generating radiation, and a
substrate (3) onto which the semiconductor layer sequence (2) is
applied. Said substrate (3) includes an anchoring structure (4) on a
bottom side (34) of the substrate (3) facing away from the semicon-
ductor layer sequence (2). The anchoring structure (4) comprises
or adjoins electric contact points (5). The anchoring structure (4) is
designed to accommodate at least one thread (8) for making elec-
tric contact.

(57) Zusammenfassung: In einer Austithrungstorm umfasst das
strahlungsemittierende Halbleiterbauteil (1) eine Halbleiterschich-
tenfolge (2) mit einer aktiven Zone zur Erzeugung von Strahlung
sowie einen Triger(3), auf dem die Halbleiterschichtenfolge (2)
aufgebracht ist. Der eine Tréger(3)weist an einer der Halbleiter-
schichtenfolge (2) abgewandten Trégerunterseite (34) eine Ver-
ankerungsstruktur (4) auf. Die Verankerungsstruktur (4) umfasst
elektrische Kontaktstellen (5) oder grenzt an diese. Die Veranke-
rungsstruktur (4) ist zur Aufnahme mindestens eines Fadens (8) zur
elektrischen Kontaktierung eingerichtet.
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Beschreibung

STRAHLUNGSEMITTIERENDES HALBLEITERBAUTEIL UND GEWEBE

Es wird ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil

angegeben. Dariiber hinaus wird ein Gewebe angegeben.

Eine zu lo&sende Aufgabe liegt darin, ein
strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil anzugeben, das

effizient in einem Gewebe integrierbar ist.

Diese Aufgabe wird unter anderem durch ein
strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil und durch ein
Gewebe mit den Merkmalen der unabhangigen Patentanspriiche
geldst. Bevorzugte Weiterbildungen sind Gegenstand der

abhdngigen Anspriiche.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
Halbleiterbauteil eine Halbleiterschichtenfolge. Die
Halbleiterschichtenfolge beinhaltet eine aktive Zone zur
Erzeugung von Strahlung. Beispielsweise ist die
Halbleiterschichtenfolge als Leuchtdiodenchip, insbesondere
als Dinnfilm-Leuchtdiodenchip, bei dem ein Auswachssubstrat
flir die Halbleiterschichtenfolge entfernt wurde, gestaltet.
Es kdnnen eine oder mehrere Halbleiterschichtenfolgen und
damit ein oder mehrere Leuchtdiodenchips in dem

Halbleiterbauteil vorhanden sein.

Bei der zu erzeugenden Strahlung handelt es sich
beispielsweise um nahultraviolette Strahlung, um sichtbares
Licht und/oder um nahinfrarote Strahlung. Eine Wellenlédnge
maximaler Intensitdt der von der Halbleiterschichtenfolge

erzeugten Strahlung liegt bevorzugt bei mindestens 360 nm
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oder 420 nm und/oder bei hochstens 860 nm oder 680 nm oder
480 nm. Beispielsweise ist die Halbleiterschichtenfolge dazu

eingerichtet, blaues Licht oder grines Licht zu emittieren.

Die Halbleiterschichtenfolge basiert bevorzugt auf einem III-
V-Verbindungshalbleitermaterial. Bei dem Halbleitermaterial
handelt es sich zum Beispiel um ein Nitrid-
Verbindungshalbleitermaterial wie AlpIng_p_pGayN oder um ein
Phosphid-Verbindungshalbleitermaterial wie

Al Ini_pn_pGapP oder auch um ein Arsenid-
Verbindungshalbleitermaterial wie Al In|_p-pGaphAs oder wie

Al GapIny_n-pASkP1-k, wobei jeweils 0 < n <1, 0 £m < 1 und
n+m< 1 sowie 0 £ k < 1 ist. Bevorzugt gilt dabei fur
zumindest eine Schicht oder flir alle Schichten der
Halbleiterschichtenfolge 0 < n £ 0,8, 0,4 <m < 1 undn + m <
0,95 sowie 0 < k £ 0,5. Dabei kann die
Halbleiterschichtenfolge Dotierstoffe sowie zusatzliche
Bestandteile aufweisen. Der Einfachheit halber sind jedoch
nur die wesentlichen Bestandteile des Kristallgitters der
Halbleiterschichtenfolge, also Al, As, Ga, In, N oder P,
angegeben, auch wenn diese teilweise durch geringe Mengen

welterer Stoffe ersetzt und/oder ergdnzt sein konnen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
Halbleiterbauteil einen oder mehrere Tradger. Die wenigstens
eine Halbleiterschichtenfolge ist auf dem zumindest einen
Trager aufgebracht. Insbesondere sind mehrere
Leuchtdiodenchips mit je einer der Halbleiterschichtenfolgen
auf einem gemeinsamen Trager angebracht. Bei dem Trager
handelt es sich bevorzugt um diejenige Komponente, die das
Halbleiterbauteil mechanisch tradgt und stiitzt. Ohne den
Trager ware in diesem Fall das Halbleiterbauteil mechanisch

nicht stabil.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist der Trager oder
weisen alle Trager oder weist ein Teil der Trager je
zumindest eine Verankerungsstruktur auf. Die
Verankerungsstruktur befindet sich insbesondere an einer der
Halbleiterschichtenfolge abgewandten Unterseite des
zugehdrigen Tragers. Pro Trager kénnen eine oder mehrere
Verankerungsstrukturen vorhanden sein. Bevorzugt sind in

jedem Trager mehrere der Verankerungsstrukturen vorhanden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst die
Verankerungsstruktur oder alle Verankerungsstrukturen oder
ein Teil der Verankerungsstrukturen elektrische
Kontaktstellen zur elektrischen Kontaktierung der
Halbleiterschichtenfolge oder grenzt an elektrische
Kontaktstellen. Damit ist Uber die betreffende
Verankerungsstruktur eine elektrische Kontaktierung der
Halbleiterschichtenfolge und damit des Halbleiterbauteils

ermdglicht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die
Verankerungsstruktur oder sind alle Verankerungsstrukturen
oder ist ein Teil der Verankerungsstrukturen zur Aufnahme
mindestens eines Fadens eingerichtet. Der Faden kann in der
Verankerungsstruktur beispielsweise eingeklemmt werden oder
iber ein Befestigungsmittel wie einen Kleber oder ein Lot in

der Verankerungsstruktur fixiert sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die
Verankerungsstruktur dazu eingerichtet, das Halbleiterbauteil
an und/oder in einem Gewebe zu befestigen. Eine elektrische
Kontaktierung wird bevorzugt itber den mindestens einen Faden

erreicht. Das heiBt, bei dem Faden, der zur Fixierung in der
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zumindest einen Verankerungsstruktur vorgesehen ist, handelt

es sich bevorzugt um eine elektrische Zuleitung.

In mindestens einer Ausfithrungsform umfasst das
strahlungsemittierende Halbleiterbauteil eine
Halbleiterschichtenfolge mit einer aktiven Zone zur Erzeugung
von Strahlung sowie mindestens einen Tréager, auf dem die
Halbleiterschichtenfolge aufgebracht ist. Der zumindest eine
Trager weist an einer der Halbleiterschichtenfolge
abgewandten Tragerunterseite wenigstens eine
Verankerungsstruktur auf. Die wenigstens eine
Verankerungsstruktur umfasst elektrische Kontaktstellen oder
grenzt an diese, wobei die elektrischen Kontaktstellen zur
elektrischen Kontaktierung der Halbleiterschichtenfolge und
damit des Halbleiterbauteils eingerichtet sind. Die
wenigstens eine Verankerungsstruktur ist zur Aufnahme
mindestens eines Fadens zur elektrischen Kontaktierung
mittels des mindestens einen Fadens und bevorzugt zur
Befestigung des Halbleiterbauteils an einem Gewebe

eingerichtet.

Mit bisherigen Leuchtdiodenchips ist es schwierig, diese auf
Fasern zu montieren. Dabei werden Leuchtdiodenchips
insbesondere auf Fasern aufgeklebt oder auf Zwischentradgern
montiert, die wiederum an den Fasern befestigt sind. Mit dem
hier beschriebenen Halbleiterbauteil ist aufgrund
insbesondere der Verankerungsstruktur eine effiziente
und/oder stabile Befestigung speziell unmittelbar an Fasern

und/oder Faden ermdéglicht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform verbreitert sich
wenigstens eine Verankerungsstruktur im Querschnitt gesehen

in Richtung weg von der Halbleiterschichtenfolge zuerst und
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verengt sich anschlielend wieder. Die betreffenden Teile der
Verankerungsstruktur kénnen im Querschnitt gesehen

beispielsweise wie ein Schlisselloch gestaltet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die
Verankerungsstruktur an einer der Halbleiterschichtenfolge
abgewandten Seite offen gestaltet. Das heilt, die
Verankerungsstruktur ist von der der Halbleiterschichtenfolge
abgewandten Seite her frei zugadnglich. Insbesondere sind dann
die elektrischen Kontaktstellen von aulen her frei
zuganglich. Durch solche Verankerungsstrukturen kann ein

Faden effizient fixiert werden.

Gemal zumindest eines Ausfihrungsform ist zumindest eine
Verankerungsstruktur an einer der Halbleiterschichtenfolge
abgewandten Seite geschlossen. Die Verankerungsstruktur ist
beispielsweise im Querschnitt torbogenformig gestaltet. Mit
anderen Worten kann durch die Verankerungsstruktur zumindest
abschnittsweise oder durchgehend ein Tunnel gebildet sein,

die die elektrischen Kontaktstellen optional abdeckt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform verbreitert sich
wenigstens eine Verankerungsstruktur im Querschnitt gesehen
in Richtung weg von der Halbleiterschichtenfolge monoton oder
streng monoton. Beispielsweise weist die Verankerungsstruktur
im Querschnitt gesehen die Form eines V's oder eines U’'s auf.
Ebenso kann die Verankerungsstruktur im Querschnitt gesehen

halbkreisfdérmig oder auch rechteckfdrmig gestaltet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform kreuzen sich wenigstens
zwel Verankerungsstrukturen, insbesondere in Draufsicht auf
die Tragerunterseite gesehen. Beigpielsweise ist durch die

Verankerungsstrukturen ein gitterfdrmiges Muster gebildet.
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Die Verankerungsstrukturen konnen sich rechtwinklig kreuzen
oder auch in anderen Winkeln, beispielsweise in
vergleichsweise flachen Winkeln von mindestens 20° oder 30°

und/oder héchstens 60° oder 50°.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform verlaufen wenigstens
zwel Verankerungsstrukturen in Draufsicht gesehen
nebeneinander, insbesondere schnittfrei und/oder
kreuzungsfrei nebeneinander. Dabei kdnnen die
Verankerungsstrukturen parallel zueinander ausgerichtet sein
oder einen vergleichsweise kleinen Winkel zueinander
aufweisen, beispielsweise einen Winkel von mindestens 5° oder

10° und/oder von hdéchstens 30° oder 15° oder 5°.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform verlauft zumindest eine
der Verankerungsstrukturen in Draufsicht gesehen stellenweise
oder in Ganze gekrimmt. Die Verankerungsstruktur kann eine
durchgehende, gleichbleibende Krimmung aufweisen. Ebenso kann
die Verankerungsstruktur in Draufsicht gesehen verschiedene
Kriummungen aufweisen und beispielsweise maanderfdrmig oder
sinusformig gestaltet sein und/oder mehrere Richtungswechsel
aufweisen. Insbesondere ist die Verankerungsstruktur als
Schlangenlinie mit Kurveniibergangen oder als Rechtecksagezahn

oder Dreiecksadagezahn mit scharfen Knicken geformt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist wenigstens eine
Verankerungsstruktur zwei oder mehr als zwei Lagen auf. Die
Lagen folgen bevorzugt in Richtung weg von der
Halbleiterschichtenfolge unmittelbar aufeinander. Eine erste
Lage befindet sich ndher an der Halbleiterschichtenfolge als
eine zweite Lage. Die beiden Lagen koénnen aus demselben
Material oder aus unterschiedlichen Materialien gebildet

sein. Beigpielsweise sind die Lagen einstiickig geformt oder
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sind aneinander mittels Kleben oder Bonden befestigt. In den
verschiedenen Lagen weist die Verankerungsstruktur zumindest
stellenweise einen voneinander abweichenden Verlauf auf.
Beispielsweise ist die erste, sich ndher an der
Halbleiterschichtenfolge befindliche Lage breiter und/oder
anders gekriimmt als die zweite, weiter wvon der

Halbleiterschichtenfolge entfernt liegende Lage.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Trager an
zwel einander gegeniberliegenden Stirnseiten je eine oder
mehrere Verankerungsstrukturen auf. Die Stirnseiten sind
bevorzugt quer, insbesondere senkrecht oder naherungsweise
senkrecht zu einer Hauptausdehnungsrichtung der
Halbleiterschichtenfolge orientiert. Die Tragerunterseite ist
bevorzugt parallel oder naherungsweise parallel zur

Halbleiterschichtenfolge ausgerichtet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
Halbleiterbauteil zwei oder mehr als zwei Trager auf. Die
beiden Trager kdénnen sich beiderseits der
Halbleiterschichtenfolge befinden, so dass diese zwischen den

Tragern angebracht sein kann.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weisen beide Trager an
der Halbleiterschichtenfolge abgewandten Seiten Jje eine oder
mehrere Verankerungsstrukturen auf. Durch eine solche
Anordnung ist die Halbleiterschichtenfolge innerhalb eines
Gewebes integrierbar. Dabei ist bevorzugt zumindest einer der
Trager durchlassig flir die in der Halbleiterschichtenfolge

erzeugte Strahlung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist wenigstens eine der

Verankerungsstrukturen oder sind manche der
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Verankerungsstrukturen oder sind alle Verankerungsstrukturen
als Sdule und/oder Erhebung gestaltet. Somit kdénnen die
Verankerungsstrukturen sich Uber die Tragerunterseite
erheben, in Richtung weg von der Halbleiterschichtenfolge.
Die Sdulen koénnen aus einem anderen oder aus dem gleichen

Material sein wie verbleibende Teile des Tragers.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die Saulen
stellenweise oder vollstdndig aus einem elektrisch
leitfahigen Material. Reispielsweise handelt es sich bei den
Sdulen um Metallsadulen, etwa galvanisch auf einer
Ausgangsschicht erzeugt. Die Sdulen kdnnen mehrere Bereiche
oder Lagen aufweisen, so dass insbesondere ein am weitesten
von der Halbleiterschichtenfolge entfernt liegender Teil der
Sdulen elektrisch isolierend ist, um Kurzschliisse zu

vermeiden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist wenigstens eine
Verankerungsstruktur oder sind manche der
Verankerungsstrukturen oder sind alle Verankerungsstrukturen
als Graben gestaltet. Die Gradben stellen insbesondere
Vertiefungen in der Tradgerunterseite dar. Die
Verankerungsstrukturen koénnen jeweils gleiche Tiefen und/oder
Breiten aufweisen oder es kdnnen Verankerungsstrukturen mit
voneinander abweichenden Tiefen und/oder Breiten vorhanden

sein. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Saulen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die Graben oder
ist zumindest einer der Gridben wenigstens an einer tiefsten
Stelle elektrisch leitfahig. Diese tiefste Stelle kann durch
eine der elektrischen Kontaktstellen gebildet sein.
Alternativ zu einer tiefsten Stelle oder auch zusatzlich

hierzu kénnen die Gradben an einer schmalsten Stelle
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elektrisch leitfahig sein. Auch die schmalste Stelle kann als

elektrische Kontaktstelle gestaltet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
Halbleiterbauteil mehrere verschieden gestaltete
Verankerungsstrukturen auf. Somit konnen unterschiedliche
Verankerungsstrukturen miteinander kombiniert vorliegen.
Alternativ sind alle Verankerungsstrukturen des
Halbleiterbauteils hinsichtlich ihrer Geometrie und/oder
elektrischen Funktionalisierung gleich gestaltet. Elektrische
Funktionalisierung meint beispielsweise eine
Funktionalisierung als Elektrode, wobei nicht
notwendigerweise zwischen Funktionalisierung als Anode oder

Kathode zu unterscheiden ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
Halbleiterbauteil einen oder mehrere Sensoren auf.
Beispielsweise ist der mindestens eine Sensor ein Sensor fir
Temperatur oder Druck oder Helligkeit. Uber entsprechende
Sensoren ist es mdglich, beispielsweise einen Puls eines
Tragers des Gewebes zu erfassen. Weiterhin konnen
Halbleiterschichtenfolgen vorhanden sein, die infrarote
Strahlung emittieren, die zur Detektion mit einem Sensor des
Halbleiterbauteils eingerichtet ist, insbesondere nach

Reflexion an der Haut eines Benutzers des Gewebes.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
Halbleiterbauteil verschiedenfarbig emittierende
Halbleiterschichtenfolgen und/oder verschiedenfarbig
emittierende Halbleiterchips, insbesondere LED-Chips. Es
kédnnen auch mehrere Halbleiterschichtenfolgen und/oder
Halbleiterchips vorhanden sein, die Licht der gleichen Farbe

erzeugen. Beigspielsweise handelt es sich bei dem
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Halbleiterbauteil um ein RGB-Element, das unabhangig

voneinander rotes, griines und blaues Licht erzeugen kann.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
Halbleiterbauteil eine oder mehrere Elektronikeinheiten. Bei
der mindestens einen Elektronikeinheit handelt es sich zum
Beispiel um einen integrierten Schaltkreis, kurz IC, etwa um
einen ASIC. Mit einer Elektronikeinheit lassen sich
verschiedenfarbig emittierende Komponenten des
Halbleiterbauteils unabhadngig voneinander ansteuern. Ferner
ist eine Adressierung und/oder Ansteuerung des
Halbleiterbauteils lber die Elektronikeinheit mdglich. Die
Elektronikeinheit basiert zum Beispiel auf Silizium. Die
Elektronikeinheit enthdlt insbesondere Konstantstromquellen,
Spannungsquellen, Transistoren, Schalter, Speicherkomponenten

und/oder Register.

Besonders bevorzugt ist die Elektronikeinheit durch den
Trager gebildet, welcher insbesondere ein Silizium-Trager

oder ein Silizium-Chip ist.

Darliber hinaus wird ein Gewebe angegeben. Das Gewebe umfasst
ein oder mehrere strahlungsemittierende Halbleiterbauteile,
wie in Verbindung mit einer oder mehrerer der oben genannten
Ausfihrungsformen beschrieben. Merkmale des Gewebes sind
daher auch fir die Halbleiterbauteile offenbart und

umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Gewebe
einen oder mehrere Fadden. Der mindestens eine Faden ist mit
dem Halbleiterbauteil verbunden, insbesondere fest verbunden.
Das heiBt, bevorzugt 16st sich das Halbleiterbauteil in der

bestimmungsgemalien Anwendung des Gewebes nicht von dem Faden.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist das
Halbleiterbauteil iUber den mindestens einen Faden elektrisch
angeschlossen. Eine Bestromung des Halbleiterbauteils folgt

somit Uber den zumindest einen Faden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform beinhaltet das Gewebe
mehrere Fasern. Bei den Fasern kann es sich um herkdmmliche
Stofffasern handeln, etwa aus Wolle, Baumwolle oder
Kunstfasern. Insbesondere sind die Fasern und der mindestens
eine Faden miteinander zu dem Stoff verwoben. Alternativ
kénnen die Faden auf oder an den Fasern befestigt sein,
beispielsweise mittels Kleben oder Schweillen oder Verstemmen.
Ferner ist es moglich, dass die Faden und die Fasern
miteinander verwoben werden, sodass die Faden und Fasern eine
oder mehrere gemeinsame Kordeln bilden kdnnen. Die Fasern
kénnen elektrisch isolierend sein. Insbesondere stellen die

Fasern die Basis des Gewebes dar.

Es ist méglich, dass eine mechanische Einbindung des
Halbleiterbauteils {iber die Fasern erfolgt, wohingegen eine
elektrische Einbindung iiber die Faden erfolgt. Ebenso kdnnen
die Faden zur mechanischen und elektrischen Einbindung des
Halbleiterbauteils in das Gewebe dienen und die Einbindung

der Faden in das Gewebe erfolgt iilber die Fasern.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist das
Halbleiterbauteil fest an dem Stoff und/oder in dem Stoff
befestigt. Somit ist ein leuchtfahiger, iber

Elektrolumineszenz lichtemittierender Stoff aufbaubar.

In mindestens einer Ausfihrungsform umfasst das Gewebe

mindestens ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
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sowie mindestens einen Faden, der fest mit dem
Halbleiterbauteil verbunden ist und iUber den das
Halbleiterbauteil elektrisch angeschlossen ist. Mehrere
Fasern sind mit dem mindestens einen Faden zu einem Stoff
verwoben oder in dem Stoff integriert, so dass das
Halbleiterbauteil fest an dem Stoff oder in dem Stoff

befestigt ist.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist der mindestens eine
Faden oder sind die Faden mittels Kleben, Klemmen, Ldten
und/oder SchweiBen mit den elektrischen Kontaktstellen des

Halbleiterbauteils elektrisch leitend wverbunden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Faden
und/oder die Fasern eine oder mehrere elektrisch leitfidhige
Beschichtungen auf, die auf einem Kernmaterial angebracht
ist. Ferner kann an dem Faden und/oder an den Fasern eine
AuBenbeschichtung vorhanden sein, die die leitfahige
Beschichtung teilweise abdeckt. Es ist moglich, dass die
elektrisch leitfahige Beschichtung stellenweise von dem

Kernmaterial entfernt ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Faden
und/oder die Fasern leitfahige Filamente auf, beispielsweise
aus Silber oder Kohlenstoff wie Kohlenstoffnanordhrchen. Die
Filamente konnen an einer Oberfldche des Fadens und/oder der
Fasern angebracht sein und alternativ oder zusatzlich in dem
Faden und/oder den Fasern verzwirnt vorliegen. Das heilt, der
Faden kann eines oder mehrere Filamente aus einem elektrisch
leitfahigen Material aufweisen, die bevorzugt zusammen mit
einem etwa fadenfdérmigen Basismaterial verzwirnt sind, wobei
das Basismaterial bevorzugt elektrisch isolierend ist

und/oder aus herkoéommlichen Textilfasern ist. Im Falle eines
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Verzwirnens der Filamente mit dem Basismaterial, das wiederum
aus elektrisch isolierenden Filamenten zusammengesetzt sein
kann, ist es mdglich, dass die elektrisch leitenden Filamente
stellenweise an der Oberflache des Fadens und/oder der Fasern
frei liegen. Ein mittlerer Durchmesser der elektrisch
leitenden und/oder der elektrisch isolierenden Filamente
liegt bevorzugt bei héchstens 10 % oder 2 % oder 0,5 % eines

mittleren Durchmessers des zugehdrigen Fadens und/oder der

zugehdrigen Fasern.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Faden einen
mittleren Durchmesser von mindestens 5 pm oder 10 um auf.
Alternativ oder zusatzlich liegt der mittlere Durchmesser bei
hdéchstens 50 um oder 30 um. Insbesondere ist der Faden
mechanisch flexibel gestaltet, so dass sich durch den Faden
keine oder keine signifikante Anderung der mechanischen
Eigenschaften des Stoffs, der im Wesentlichen aus den Fasern
gebildet ist, ergibt. Insbesondere kann eine mittlere Dicke
der Halbleiterschichtenfolge und/oder des Halbleiterbauteils
kleiner sein als der mittlere Durchmesser des Fadens. Es ist
moglich, dass ein mittlerer Durchmesser der Fasern gleich dem
mittleren Durchmesser des Fadens ist, beispielsweise mit
einer Toleranz von hodchstens einem Faktor 2 oder 1,5 oder
1,2. Alternativ konnen der Faden und die Fasern signifikant

voneinander abweichende Durchmesser aufweisen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform liegt der mindestens
eine Faden im Querschnitt gesehen vollstédndig innerhalb der
wenigstens einen zugeordneten Verankerungsstruktur.
Alternativ ist es moglich, dass der Faden im Querschnitt
gesehen aus der Verankerungsstruktur herausragt,

beispielsweise zu hochstens 10 % oder 20 % oder 40% des
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mittleren Durchmessers des Fadens an der

Verankerungsstruktur.

Derartige Gewebe kénnen beispielsweise fiir
Sicherheitsbekleidung, etwa fiur Feuerwehr und/oder Polizei
und/oder Rettungsdienste, verwendet werden. Auch
Verkehrsteilnehmer wie Fahrradfahrer oder FuBRganger kodnnen
derartige Gewebe verwenden, beigspielsweise als Armbander,
Fitnessbander oder Sicherheitsstreifen. Ebenso ist ein
Einsatz im Bereich der Mode moglich. Weiterhin ist eine
Anwendung beispielsweise zur Beleuchtung von Taschen etwa in

Kleidungssticken mdglich.

Nachfolgend werden ein hier beschriebenes Halbleiterbauteil
und ein hier beschriebenes Gewebe unter Bezugnahme auf die
Zeichnung anhand von Ausfiithrungsbeispielen ndher erlautert.
Gleiche Bezugszeichen geben dabei gleiche Elemente in den
einzelnen Figuren an. Es sind dabei jedoch keine
maBstadblichen Beziige dargestellt, wvielmehr kénnen einzelne
Elemente zum besseren Verstandnis lUbertrieben grof

dargestellt sein.

Es zeigen:

Figuren 1A, 2 bis 5 und 11A schematische Schnittdarstellungen
von Ausfihrungsbeispielen von hier beschriebenen

Halbleiterbauteilen,

Figuren 1B, 6 bis 10, 11B, 12 und 13 schematische
Draufsichten auf Ausfihrungsbeispiele von hier

beschriebenen Halbleiterbauteilen,
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Figur 14 eine schematische perspektivische Darstellung
eines Ausfihrungsbeispiels eines hier

beschriebenen Gewebes,

Figuren 15 bis 18 schematische Schnittdarstellungen von
Ausfihrungsbeispielen von hier beschriebenen

Geweben,

Figur 19 eine schematische Schnittdarstellung und eine
schematische Seitenansicht eines Fadens flr
Ausfiihrungsbeispiele von hier beschriebenen

Geweben, und

Figuren 20 und 21 schematische perspektivische Darstellungen
von Ausfihrungsbeispielen von hier beschriebenen

Halbleiterbauteilen.

In Figur 1 ist ein Ausfihrungsbeispiel eines
strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils 1 illustriert. Das
Halbleiterbauteil 1 umfasst einen Trager 3. Auf dem Trager 3
sind mehrere Halbleiterschichtenfolgen 2, insbesondere in
Form von Leuchtdiodenchips wie Duinnfilm-LEDs, aufgebracht. An
den Halbleiterschichtenfolgen 2 befinden sich elektrische

Kontaktstellen 5 zur elektrischen Kontaktierung.

Die Kontaktstellen 5 grenzen in Richtung hin zu einer
Tragerunterseite 34 an Verankerungsstrukturen 4. Im
Querschnitt gesehen sind die Verankerungsstrukturen 4
schlliissellochfdrmig gestaltet. Damit weisen die
Verankerungsstrukturen 4 eine erste Lage 45 naher an den
Halbleiterschichtenfolgen 2 auf, die im Querschnitt gesehen
oval geformte Offnungen aufweist. Ferner ist eine zweite Lage

46 direkt an der Tragerunterseite 34 vorhanden, die im
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Querschnitt gesehen rechteckige Offnungen umfasst. Die
Offnungen in den beiden Lagen 45, 46 sind mittig ibereinander

platziert.

Durch die beiden Lagen 45, 46 sind gerade verlaufende Gréaben
42 gebildet, die sich parallel zueinander langs des Tragers 3
erstrecken. Damit weisen die Graben 42 im Bereich der ersten
Lage 45 eine grolere Breite auf als im Bereich der zweiten
Lage 46. Uber eine solche Gestaltungen der
Verankerungsstrukturen 4 ist es moglich, einen Faden, nicht
gezeichnet, im Bereich der ersten Lage 45 einzuklemmen und zu

fixieren.

Bei den Halbleiterschichtenfolgen 2 handelt es sich
insbesondere um Dinnfilm-Leuchtdiodenchips, die frei wvon
einem Aufwachssubstrat sind. Beispielsweise basieren die
Halbleiterschichtenfolgen 2 auf dem Materialsystem AlInGaN.
Die Halbleiterschichtenfolgen 2 kdnnen eine zusammenhdngende,
homogene Leuchtfldche aufweisen oder in einzelne Bildbereiche
oder Bildpunkte, auch als Pixel bezeichnet, unterteilt sein.
Die einzelnen Pixel oder Halbleiterschichtenfolgen 2
insgesamt kdénnen dazu eingerichtet sein, monochrom Licht
abzustrahlen, beispielsweise blaues oder griines oder rotes
Licht. Ebenso ist es mdglich, dass verschiedenfarbig
emittierende Pixel oder Halbleiterschichtenfolgen 2 vorhanden
sind. Zur Erzeugung von verschiedenfarbigem Licht,
insbesondere weiBem Licht, kdnnen an den
Halbleiterschichtenfolgen 2 durchgehend oder bereichsweise

nicht gezeichnete Leuchtstoffe aufgebracht sein.

Der Trager 3 ist beispielsweise ein Siliziumtrdger mit
Durchkontaktierungen, auch als Vias bezeichnet. Durch die

Durchkontaktierungen sind insbesondere die elektrischen
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Kontaktstellen 5 gebildet. Dabei konnen alle elektrischen
Kontakte der Halbleiterschichtenfolgen 2 dem Trager 3
zugewandt sein. Ebenso kann der Trager 3 aus einem Glas,
einer Keramik oder einem Kunststoff oder einem
Verbundmaterial hieraus sein, insbesondere ist der Tréager 3
ein gegossener oder gespritzter oder spritzgegossener Korper
mit zumindest einem Kunststoff und/oder mit elektrischen

Strukturen etwa flir Leiterbahnen oder Durchkontaktierungen.

Die Grében 42 der Verankerungsstrukturen 4 sind
beispielsweise durch Atzen des Tridgers 3 gebildet. Sind die
Halbleiterschichtenfolgen 2 zur Emission verschiedener Farben
gestaltet, so kann fir jede Polaritat und/oder fir jede Farbe
einer oder zweil der Graben 42 sowie der
Verankerungsstrukturen 4 vorgesehen sein. Wie auch in allen
anderen Ausfiihrungsbeispielen ist es mdéglich, dass die
Verankerungsstrukturen 4 zumindest stellenweise mit einer
nicht gezeichneten Aufrauung versehen sind, um eine bessere

Klemmwirkung an dem nicht gezeichneten Faden zu erreichen.

Ferner ist es moglich, dass an dem Trager 3 und/oder an den
Halbleiterschichtenfolgen 2 nicht gezeichnete weitere
Komponenten wie Leuchtstoffe oder Optiken zu einer
Strahlformung angebracht werden. Dies ist ebenso in allen

anderen Ausfihrungsbeispielen méglich.

Der Tradger 3, insbesondere aus Silizium, kann nach einer
Montage der Halbleiterschichtenfolge 2 und zur Erzeugung der
Durchkontaktierungen, auch als Through Silicon Via
bezeichnet, poliert werden und nachfolgend wieder mit einer
weiteren Siliziumscheibe oder Tragerscheibe aufgedickt
werden. In die zweite Scheibe des Tragers, entsprechend der

zweiten Lage 46 oder der ersten und der zweiten Lage 45, 46
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zusammengenommen, werden dann die Verankerungsstrukturen 4
von der Tragerrickseite 34 her so tief geatzt, bis die

Kontaktstellen 5 freiliegen.

Alternativ kdnnen solche Strukturierungen auch in der zweiten
Scheibe erfolgen, bevor diese aufgebracht wird, sodass erst
durch das Aneinanderbringen der beiden Scheiben die
aufeinanderliegenden Offnungen entstehen. In entsprechender
Weise koénnen auch mehrere Strukturierungen und/oder Ldécher
mit unterschiedlichen Tiefen oder in unterschiedlichen Tiefen
entstehen, was insbesondere bei einem kreuzenden Verlauf von
Verankerungsstrukturen 4 zur Anwendung kommen kann.
Alternativ zu einem Trdger 3 aus Silizium oder basierend auf
Silizium kann auch ein anderes elektrisch isolierendes
Material verwendet werden, beispielsweise Saphir oder ein

Glas oder eine Keramik oder ein Kunststoff.

Beim Ausfiithrungsbeispiel der Figur 2 sind die Gréadben 42 im
Querschnitt gesehen V-férmig gestaltet. Die V-Form kann bis
in die elektrischen Kontaktstellen 5 reichen. Damit ist ein
tiefster Punkt der Grédben 42 durch die Kontaktstellen 5
gebildet. In Richtung weg von den Halbleiterschichtenfolgen 2

nimmt eine Breite der Graben 42 streng monoton zu.

Beim Ausfihrungsbeispiel der Figur 3 sind die
Verankerungsstrukturen 4 im Querschnitt gesehen durch ovale
Offnungen gebildet. Diese Offnungen befinden sich in der
ersten Lage 45 direkt an den Kontaktstellen 5. Die zweite
Lage 46 erstreckt sich durchgehend iiber diese Offnungen
hinweg, sodass die Tragerunterseite 34 eine zusammenhidngende,
geschlossene Flache bilden kann. Somit stellen die
Verankerungsstrukturen 4 im Querschnitt gesehen torartige

Offnungen dar, durch die dhnlich einem Nadeldhr oder Tunnel
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eine Faser und/oder ein Faden verlaufen koénnen. Die in der
ersten Lage 45 verbliebenen Gebiete des Tragers 3 kdénnen auch
erst nach dem Einlegen eines Fadens und/oder einer Faser
durch Aufbringen der zweiten Lage 46 verschlossen werden. Die
torartigen Strukturen und die zweite Lage 46 konnen also
erforderlichenfalls erst im fertigen Garn und/oder Stoff

vorliegen, nachdem das Halbleiterbauteil 1 befestigt wurde.

Beim Ausfiithrungsbeispiel der Figur 4 weist das
Halbleiterbauteil 1 einen ersten Tradger 3a und einen zweiten
Trager 3b auf, zwischen denen sich die
Halbleiterschichtenfolgen 2 befinden. Jeder der Trager 3a, 3b
ist mit den Verankerungsstrukturen 4 versehen. Somit sind die
Verankerungsstrukturen 4 auf gegeniilberliegenden Seiten der
Halbleiterschichtenfolge 2 platziert. Jede der Seiten ist
bevorzugt flir eine bestimmte Polaritat eingerichtet. Zum
Beispiel dient der Trager 3a als anodenseitiger Kontakt und

der Trager 3b als kathodenseitiger Kontakt.

Um eine Kontaktierung zu vereinfachen, konnen pro Polaritat
mehrere der Verankerungsstrukturen 4 vorhanden sein, um eine
Einbringung des Halbleiterbauteils 1 in einen Stoff zu
vereinfachen. Auch pro eventuell vorhandener Datenleitung
kénnen mehrere Verankerungsstrukturen 4 vorgesehen sein.
Gleiches gilt hinsichtlich aller anderen

Ausfihrungsbeispiele.

Beim Ausfihrungsbeispiel der Figur 5 weist der Trager 3 an
zwel einander gegeniberliegenden Stirnseiten 32 je die
Verankerungsstrukturen 4 auf. Damit kann das
Halbleiterbauteil 1 zwischen zwei gespannten Faden, nicht
gezeichnet, eingeklemmt werden. In den Verankerungsstrukturen

4 befinden sich bevorzugt die in Figur 5 nicht gezeichneten
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elektrischen Kontaktstellen. Im Querschnitt gesehen sind die
Verankerungsstrukturen 4 beispielsweise bogenfdrmig oder
halbkreisformig gestaltet. Die Verankerungsstrukturen 4
kébnnen die Stirnseiten 32 nur teilweise oder auch vollstandig

bilden.

Ein Halbleiterbauteil 1, bei dem sich die
Verankerungsstrukturen 4 kreuzen, ist in Figur 6 illustriert.
Solche sich etwa rechtwinklig kreuzenden
Verankerungsstrukturen 4 kdénnen in die beiden Lagen 45, 46
aufgebaut sein, analog zu Figur 1A. Wie auch in allen anderen
Ausfihrungsbeispielen ist es moglich, dass sich die Lagen 45
und/oder 46 mehrfach wiederholen, insbesondere einander

abwechselnd.

Gemal Figur 7 verlaufen die Graben 42 fir die
Verankerungsstrukturen 4 unterschiedlich stark gekrimmt. In
dem in Figur 7 links liegenden Beispiel liegt eine
vergleichsweise starke Krimmung mittig zwischen zwei gerade

verlaufenden Abschnitten vor.

Bei dem Beispiel rechts in Figur 7 ist eine durchgehende,
gleichbleibende Krimmung vorhanden. Wiederum konnen die
Verankerungselemente 4 im Querschnitt gesehen geformt sein,

wie in Figur 1A dargestellt.

In Figur 7 sind schematische zudem Faden 9 zur elektrischen
Kontaktierung illustriert. Durch die Aufteilung der
Verankerungsstrukturen 4 in die Lagen 45, 46 ist es moglich,
dass die Faden 9 in gerade Linie insbesondere durch die erste
Lage 45 hindurch verlaufen kdénnen. In Draufsicht gesehen
liegen die Faden 9 nur abschnittsweise frei. Das heilt, wvon

der zweiten Lage 46 her sind die Faden 9 nur teilweise
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zuganglich. In Richtung senkrecht zur Tragerunterseite 34
kénnen die Faden 9 im strammgezogenen Zustand nicht ohne
Weiteres aus dem Halbleiterbauteil 1 entfernt werden. Zum
Einlegen der Faden 9 folgen diese jedoch bevorzugt dem
Verlauf der zweiten Lage 46, sodass erst durch das

Strammziehen der Faden 9 deren Verankerung erfolgt.

Beim Ausfihrungsbeispiel der Figur 8 weist die
Verankerungsstruktur 4 in Draufsicht gesehen einen
schlangenlinienfdérmigen, maandernden Verlauf auf. Wiederum
kann auf die Querschnittsform der Verankerungsstrukturen 4,

wie in Figur 1A illustriert, zurickgegriffen werden.

Beim Ausfihrungsbeispiel der Figur 9 sind in den beiden Lagen
45, 46 jeweils gerade verlaufende Graben ausgebildet. Diese
beiden Graben in den Lagen 45, 46 kdodnnen gleich breit oder
verschieden breit sein. Jedoch sind die Grédben in den Lagen
45, 46 zueinander verkippt. Damit wird der Faden, in Figur 9
nicht gezeichnet, beispielsweise ladngs der zweiten Lage 46
eingefihrt und nachfolgend strammgezogen, sodass sich der
Faden in die erste Lage 45 verlagert. Der Graben in der
ersten Lage 45 weist bevorzugt einen kleineren Winkel zu
Seitenflachen des Tragers 3 auf als der Graben in der zweiten
Lage 46. An den Stirnseiten 32 des Tragers 3 iiberlappen die

beiden Lagen 45, 46 einander bevorzugt noch.

Gemal Figur 10 weist der Graben 42 in der zweiten Lage 46 in
einem mittleren Bereich einen rechteckfdrmigen Verlauf auf.
Dagegen ist der Graben 42 in der ersten Lage 45 an den
Randbereichen nur an der Seite vorhanden, in die der Graben
42 der zweiten Lage 46 abknickt. Ferner ist der Graben 42 in
der ersten Lage 45 in dem rechteckfdérmigen Ausschnitt im

Mittelbereich des Grabens 42 der zweiten Lage 46 vorhanden.
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Wiederum ist der nicht gezeichnete Faden langs des Grabens 42
der zweiten Lage 46 einlegbar und durch Strammziehen in der

ersten Lage 45 fixierbar.

Die Draufsichten der Figuren 1B und 6 bis 10 sind jeweils
vornehmlich flir die Verankerungsstrukturen der Figur 1A
gezeichnet. In gleicher Weise kdnnen die
Verankerungsstrukturen 4 der Figur 3 herangezogen werden. Fir
die Verankerungsstrukturen der Figur 2 gilt insbesondere das

zur zweiten Lage 46 Ausgefithrte entsprechend.

Ferner sind gemal der Figuren 1 bis 10 die
Verankerungsstrukturen 4 durch die Graben 42 gebildet. In
gleicher Weise konnen die Verankerungsstrukturen 4 als Saulen
41 gestaltet sein, siehe Figur 11A. Die Saulen 41 sind
beispielsweise kegelstumpffdormig ausgebildet und in
Draufsicht gesehen, siehe Figur 11B, regelmaBig angeordnet,
etwa in einem hexagonalen oder auch quadratischen Muster.
Alternativ konnen die Saulen 41, wie auch die Graben 42,
unregelmdBig und/oder zufdllig verteilt angeordnet sein, etwa
iber einen selbstorganisierten Herstellungsprozess

insbesondere ohne Lithographieschritt und/oder Maskenschritt.

Das in Verbindung mit den Figuren 1 bis 10 zu den Graben 42
Gesagte gilt in gleicher Weise fir die Saulen 41,
insbesondere hinsichtlich deren Querschnittsform und auch
hinsichtlich des Verlaufs in Draufsicht auf die

Tragerunterseite 34 gesehen.

Auch die Saulen 41 konnen aus den beiden Lagen 45, 46
gebildet sein, siehe Figur 11A. Beispielsweise stellt die

erste Lage 45 eine Wachstumsgrundlage dar, auf der die
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dickere zweite Lage 46 beispielsweise galvanisch erzeugt

wird.

Die Saulen 41 kénnen also Uber strukturierte elektrochemische
Abscheidung hergestellt werden. Dazu wird beispielsweise auf
einer durchgehenden elektrisch leitfahigen Schicht als
Plattierbasis die gewlinschte Struktur invertiert in Fotolack
ausgebildet. In den freientwickelten Bereichen des Fotolacks
kénnen die Sdulen 41 oder alternativ Strukturen oder
Negativstrukturen fir die Graben 42 beispielsweise galvanisch
abgeschieden werden. Nach dem Entfernen des Fotolacks und der
Plattierbasis in einer Umgebung der Sdulen 41 oder der Graben
42 stehen dann die Sadulen 41 oder die Graben 42 fir die

Verbindung mit den Faden bereit.

Gemal Figur 12 sind die Sdulen 41 in Draufsicht gesehen L-
formig, wobei bevorzugt vier der Saulen 41 eine kreuzfdrmige
Struktur bilden. Dabei weisen die Saulen 41 bevorzugt die

beiden Lagen 45, 46 auf, analog zu Figur 1A.

Gemal Figur 13 sind erste Saulen 4a und zweite Sdulen 4b
vorhanden. Die ersten Sadulen 4a sind beispielsweise den
Kontaktstellen 5 zugeordnet und in Draufsicht gesehen
rechteckig geformt. Zur Verankerung mit weiteren Fasern
kénnen die in Draufsicht gesehen kreisfdrmige

Verankerungsstrukturen 4b dienen.

In Figur 14 ist ein Gewebe 10 mit einem Halbleiterbauteil 1
illustriert, beispielsweise gemdB Figur 2. Uber die Fiden 9
ist das Halbleiterbauteil 1 elektrisch kontaktiert. Die Faden
9 sind in Fasern 8 eingewebt, die in Draufsicht gesehen an

allen Seiten des Halbleiterbauteils 1 verlaufen. Somit ist
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das Halbleiterbauteil 1 einfach in einem Stoff integrierbar.

Der Stoff basiert dabei im Wesentlichen auf den Fasern 8.

Um eine Beweglichkeit oder Steifigkeit des Gewebes 10 nicht
zU beeintrdchtigen, weisen die Faden 9 bevorzugt eine
ahnliche Dicke auf wie die Fasern 8. Laterale Abmessungen des
Halbleiterbauelements 1 liegen beispielsweise bei mindestens
0,1 mm und/oder bei hochstens 1 mm. Die Faden 9 kdnnen mit
einer Steuereinheit und/oder mit einer Batterie verbunden
werden. Optional ist es mdéglich, dass das Halbleiterbauteil 1
einen nicht gezeichneten Sensor etwa fir Temperatur, Druck

oder Strahlung aufweist.

Abweichend von der Darstellung in Figur 14 ist es, wie auch
in allen Ausfihrungsbeispielen, moglich dass die Fasern 8
signifikant dicker sind als der Faden 9. Somit konnen die
Fasern 8 neben dem Halbleiterbauteil 1 dhnlich dick oder auch
dicker sein als die Stelle, an der das Halbleiterbauteil 1
platziert ist. Damit kann das Halbleiterbauteil 1 unauffallig

in den Stoff integriert werden.

Gemal Figur 14 weisen die Faden 9 einen gleichbleibenden,
konstanten Durchmesser auf. Abweichend hiervon ist es
moéglich, dass die Faden 9 in Bereichen neben dem
Halbleiterbauteil 1 signifikant dicker sind. Damit kann das
Halbleiterbauteil 1 besser in den Stoff integriert werden
und/oder eine Platzierung des Halbleiterbauteils 1 ladngs der

Faden 9 kann vereinfacht werden.

In Figur 15 ist gezeigt, dass das Halbleiterbauteil 1
lediglich eine einzige Verankerungsstruktur 4 aufweist, die
sich langs durch den Trager 3 hindurch erstreckt. An der

Verankerungsstruktur 4 befinden sich die Kontaktstellen 5.
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Der Faden 9 weist ein elektrisch isolierendes Kernmaterial 90
auf, das mit einer elektrisch leitfahigen Beschichtung 921
versehen ist. Die elektrisch leitfdhige Beschichtung 91 ist
zwischen den Kontaktstellen 5 stellenweise entfernt.
Hierdurch reicht ein einziger Faden 9 aus, um das
Halbleiterbauteil 1 mit zwei Polen elektrisch zu

kontaktieren.

Gemdl Figur 16 sind mehrere der Faden 9 vorhanden, ebenso wie
mehrere der Verankerungselemente 4. Zwischen den Faden 9 und
den Verankerungselementen 4 besteht bevorzugt eine 1:1-

Zuordnung.

In Figur 17 ist gezeigt, dass die Verankerungselemente 4 im
Querschnitt gesehen rechteckig geformt sind. Lediglich ein
Teil der Verankerungselemente 4 ist mit den Faden 9 zur

Kontaktierung des Halbleiterbauteils 1 versehen.

Beim Ausfihrungsbeispiel der Figur 18 sind mehrere der
Verankerungsstrukturen 4 vorhanden. Alle
Verankerungsstrukturen 4 sind entweder mit den Faden 9 oder
mit den Fasern 8 versehen. Hierdurch ist eine besonders feste
Einbindung des Halbleiterbauelements 1 in das Gewebe 10

erreichbar.

Die Faden 9 sowie die Fasern 8 sind entweder lediglich
geklemmt oder mit einem Kleber, wie einem Silberleitkleber,
in den Verankerungsstrukturen 4 befestigt. Weiterhin konnen
die Faden 9 und/oder die Fasern 8 angeldtet oder angeschweiBt

werden.

Die Fasern 8 und/oder die Fadden 9 basieren beispielsweise auf

einem Wollmaterial oder einer Kunstfaser. Insbesondere ist
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das Kernmaterial 90, siehe die Schnittdarstellung in Figur
19A und die Seitenansicht in Figur 19B, aus einem Kunststoff
hergestellt. Das Kernmaterial 90 ist bevorzugt ringsum mit
der elektrisch leitfdhigen Beschichtung 91 versehen. Die

Beschichtung 91 ist beispielsweise aus Silber oder Aluminium.

Ferner kann eine AuBenbeschichtung 92 aulen um die leitfadhige
Beschichtung 91 herum vorhanden sein. Ebenso wie die
leitfahige Beschichtung 91 kann die AuBenbeschichtung 92
stellenweise entfernt werden, beispielsweise mittels

Laserbestrahlung.

Bei der AuBenbeschichtung 92 handelt es sich beispielsweise
um ein Silikon, ein Epoxid, ein Acrylharz oder einen
transparenten, semitransparenten, klaren, weilllich
erscheinenden oder farbig erscheinenden Uberzug. So kdénnen
die Faden 9 und/oder die Fasern 8 effizient an dem
Halbleiterbauteil 1 angebracht werden und sich aufgrund deren
farbiger Gestaltung unauffallig in das Gewebe einfiigen, ohne
dass ein signifikanter Kontrast hin zu anderen Bereichen des

Stoffes entsteht.

Beim Ausfihrungsbeispiel der Figur 20 umfasst das
Halbleiterbauteil 1 mehrere LED-Chips 29R, 29G, 29B, die
bevorzugt zur Erzeugung von rotem, griinem und blauem Licht
eingerichtet sind. Die LED-Chips 29R, 29G, 29B, die bevorzugt
je liber eine nicht gezeichnete eigene
Halbleiterschichtenfolge 2 verfigen, sind auf dem Trager 3

angebracht oder in dem Trager 3 integriert.

Der Tréger 3 ist eine Elektronikeinheit 6, zum Beispiel ein
ASIC auf Silizium-Basis. ASIC steht fir

anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis.
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In dem Trager 3 befinden sich die zum Reispiel lochfdrmigen

Verankerungsstrukturen 4 zur Montage auf Fasern.

Es konnen mehrere LED-Chips gleicher oder unterschiedlicher

Farbe montiert sein.

In Figur 21 ist dargestellt, dass die LED-Chips 29 und die
Elektronikeinheit 6 in dem Trager 3 integriert sind oder an
dem Trager 3 angebracht sind. In diesem Fall ist der Trager 3
etwa ein Vergusskorper oder beinhaltet einen Vergusskdrper.
In einem solchen VergusskOrper kdnnen nicht gezeichnete

elektrische Kontaktstellen integriert sein.

Die Elektronikeinheit 6 der Figuren 20 oder 21 ist bevorzugt
ein ASIC, der zum Beispiel eine Adresse der LED-Chips 29 und
des Halbleiterbauteils 1 enthédlt, sodass einzelne LED-Chips

29 gezielt angeschaltet werden konnen.

Alternativ zu mehreren separaten LED-Chips 29 ist es moglich,
dass eine bevorzugt strukturierte Halbleiterschichtenfolge 2
in Verbindung mit einem oder mit mehreren lokal aufgebrachten
Leuchtstoffen verwendet wird, um verschiedenfarbiges Licht zu
erzeugen. Einzelne Bereiche der Halbleiterschichtenfolge 2
zur Erzeugung unterschiedlicher Farben lassen sich hierbei

bevorzugt unabhangig voneinander elektronisch ansteuern.

Die in den Figuren gezeigten Komponenten folgen, sofern nicht
anders kenntlich gemacht, bevorzugt in der angegebenen
Reihenfolge jeweils unmittelbar aufeinander. Sich in den
Figuren nicht beriihrende Schichten sind voneinander

beabstandet. Soweit Linien parallel zueinander gezeichnet
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sind, sind die entsprechenden Flachen ebenso parallel

zueinander ausgerichtet.

Die hier beschriebene Erfindung ist nicht durch die
Beschreibung anhand der Ausfiihrungsbeispiele beschrankt.
Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede
Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination
von Merkmalen in den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn
dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit
in den Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben

ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2017 108 580.7, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil (1) mit

- einer Halbleiterschichtenfolge (2) mit einer aktiven Zone
zur Erzeugung von Strahlung, und

- zumindest einem Trager (3), auf dem die
Halbleiterschichtenfolge (2) aufgebracht ist,

wobei

- der zumindest eine Trager (3) an einer der
Halbleiterschichtenfolge (2) abgewandten Tradgerunterseite
(34) wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) aufweist,

- die wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) elektrische
Kontaktstellen (5) zur elektrischen Kontaktierung der
Halbleiterschichtenfolge (2) umfasst, und

- die wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) zur Aufnahme
mindestens eines Fadens (9) zur Befestigung des
Halbleiterbauteils (1) an einem Gewebe (10) und zur
elektrischen Kontaktierung mittels des mindestens einen

Fadens (9) eingerichtet ist.

2. Halbleiterbauteil (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem sich wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) im
Querschnitt gesehen in Richtung weg von der
Halbleiterschichtenfolge (2) zuerst verbreitert und
anschlielend wieder verengt,

wobei die Verankerungsstruktur (4) an einer der

Halbleiterschichtenfolge (2) abgewandten Seite offen ist, und

wobei die Halbleiterschichtenfolge (2) als Dinnfilm-
Leuchtdiodenchip gestaltet ist, frei von einem

Aufwachssubstrat fir die Halbleiterschichtenfolge (2).

3. Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden

Anspriche,
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bei dem sich wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) im
Querschnitt gesehen in Richtung weg von der
Halbleiterschichtenfolge (2) zuerst verbreitert und
anschlieBend wieder verengt,

wobei die Verankerungsstruktur (4) an einer der

Halbleiterschichtenfolge (2) abgewandten Seite geschlossen

ist.
4, Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

bei dem sich wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) im
Querschnitt gesehen in Richtung weg von der
Halbleiterschichtenfolge (2) monoton oder streng monoton

verbreitert.

5. Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

bei dem sich wenigstens zwei Verankerungsstrukturen (4) in
Draufsicht gesehen kreuzen und/oder wenigstens zwei
Verankerungsstrukturen (4) in Draufsicht gesehen schnittfrei

nebeneinander verlaufen.

6. Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriche,
bei dem wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) in

Draufsicht gesehen gekrimmt verlauft.

7. Halbleiterbauteil (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem die wenigstens eine gekriimmt verlaufende
Verankerungsstruktur (4) in Draufsicht gesehen mdanderfdrmig

gestaltet ist und mehrere Richtungswechsel aufzeigt.

8. Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden

Anspriche,
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bei dem wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) zwei Lagen
(45, 46) aufweist, die in Draufsicht gesehen zumindest
stellenweise einen voneinander abweichenden Verlauf

aufweisen.

9. Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

bei dem der Trager (3) an zwei einander gegeniiberliegenden
Stirnseiten (32) je mindestens eine Verankerungsstruktur (4)

aufweist.

10. Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

das zweili Tradger (3) umfasst, die sich beiderseits der
Halbleiterschichtenfolge (2) befinden,

wobei beide Trager (3) an der Halbleiterschichtenfolge (2)
abgewandten Seiten je mindestens eine Verankerungsstruktur

(4) aufweisen.

11. Halbleiterbauteil (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) als Saule
(41) gestaltet ist, die sich lUber die Tradgerunterseite (34)
erhebt,

wobei die Saule (41) zumindest stellenweise aus einem

elektrisch leitfahigen Material ist.

12. Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

bei dem wenigstens eine Verankerungsstruktur (4) als Graben
(42) gestaltet ist, der in der Tragerunterseite (34) geformt
ist,

wobei der Graben (42) zumindest an einer tiefsten Stelle

elektrisch leitfahig ist.
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13. Halbleiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

das verschiedenfarbig emittierende Halbleiterschichtenfolgen
(2) und/oder Halbleiterchips (29) und/oder mindestens eine

Elektronikeinheit (6) umfasst.

14. Gewebe (10) mit

- mindestens einem strahlungsemittierenden Halbleiterbauteil
(1) nach einem der vorigen Anspriiche,

- mindestens einem Faden (9), der fest mit dem
Halbleiterbauteil (1) verbunden ist und lber den das
Halbleiterbauteil (1) elektrisch angeschlossen ist, und

- mehreren Fasern (8), die miteinander sowie mit dem
mindestens einen Faden (9) zu einem Stoff verwoben sind,
sodass das Halbleiterbauteil (1) fest an dem Stoff oder in

dem Stoff befestigt ist.

15. Gewebe (10) nach dem vorhergehenden Anspruch,

bei dem der mindestens eine Faden (9) mittels Kleben,
Klemmen, Loten, Verstemmen und/oder Schweilen mit den
elektrischen Kontaktstellen (5) elektrisch leitend verbunden

ist.

16. Gewebe (10) nach einem der Anspriche 14 oder 15,

bei dem der Faden (9) eine elektrisch leitfahige Beschichtung
(91) aufweist, die auf einem Kernmaterial (90) angebracht
ist, oder der Faden (9) mehrere Filamente aus einem
elektrisch leitfahigen Material aufweist, die zusammen mit
einem fadenfdrmigen Basismaterial verzwirnt sind,

wobei ein mittlerer Durchmesser des Fadens (9) zwischen
einschlieBlich 5 pm und 50 pm liegt, sodass der mittlere
Durchmesser grdBer ist als eine mittlere Dicke der

Halbleiterschichtenfolge (2).
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17. Gewebe (10) nach einem der Anspriiche 14 bis 16,
bei dem der mindestens eine Faden (9) im Querschnitt gesehen
vollstandig innerhalb der wenigstens einen zugeordneten

Verankerungsstruktur (4) liegt.
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